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を有する Eu2+の 4f軌道とペロブスカイト型構造における Bサイトを占める遷移金属イ
























は Ti4+の 3d 軌道を介した超交換相互作用に基づく反強磁性的相互作用と、Eu2+の 5d 軌




磁性に及ぼす影響を調べるために、EuTiO3 薄膜への Nb イオンの添加を試み、PLD 法




依存性を測定し、B サイトにおける Nb の濃度が 1 mol%の薄膜は反強磁性半導体であ
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傍に転位が存在していることから domain matching epitaxy 機構により EuNbO3薄膜が成長
し、薄膜表面では基板から受ける歪みが緩和されていることを明らかにしている。また、
これらの薄膜に対して磁化測定および電気抵抗測定を行い、いずれの薄膜も強磁性金属的
挙動を示すことを見いだしている。さらに、第２章で扱われた EuTi1–xNbxO3（x =0.05 およ
び 0.1）固溶体薄膜と同様に、キュリー温度付近で電気抵抗の温度依存性が極大となること
を明らかにしている。この結果を、Eu 4f スピンと Nb 4d の伝導電子の間に交換相互作用が
働いていることを示唆するものとして捉え、Eu2+含有ペロブスカイト型酸化物の電気的・磁
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 氏 名 楠 瀬 好 郎 
（論文審査の結果の要旨） 
 本論文は、Eu2+含有ペロブスカイト型酸化物を対象として、磁気モーメントに寄与






格子体積が膨張した EuTiO3 薄膜は、安定相の EuTiO3 に見られる反強磁性ではなく強
磁性を示すこと、また、低温での磁化が格子体積の増加とともに上昇することを見い














固溶体薄膜と同様に Eu 4fスピンと Nb 4dの伝導電子の間に働く交換相互作用が金属伝導と
強磁性をもたらすことを明らかにした。また、薄膜成長機構が基板により異なり、DyScO3
基板では EuNbO3薄膜の格子定数が DyScO3によって固定された値となるが、SrTiO3基板で
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